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MEMORTIA DESCRIPTIVA

para solicitar PATENTE DE INVENCION

A nombre de L.G.T. LABORATOIRE GENERAL DES TELECONUN

NICATIONS

entidad francesa

establecida en 51, Bl. de la République, 78400

Francia (Chatou)

por: "DISPOSITIVO AMPLIFICADOR PARA AMPLIFICAR UNA SE-
FAL DE ALTA FRECUENCIA MODULADA EN AMPLITUD"
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La invencién se refiere a un dispositivo
amplificador de correccidn automdtica de no linealidad,
relativo a los pasos de salida de los emisores y reemi-
sores de televisién. f

El invento tiene por objeto un dispositivo
amplificador que, en particular, es suficientemente pre
ciso para corregir los amplificadores que reallzan una
amplificacién comin de canales de video y de audio en
las ebapas de salida de emisores de televisién.

En este caso, los dispositivo de correccidn
utilizan habibualmente detectores de modulacién que, de
bido a sus defectos de falta de linealidad y de disime-
trfa, introducen defectos mayores que los que tienen que
corregir,

Segin el invento, un dispositiveo amplifica
dor para amplificar una sefial de alta frecuencia modula
da en amplitud, cuyo dispositivo comprende una etapa am
plificadora que entrega la sefial amplificada, estd carac
terizado porque comprende un circuito que incluye una
resistencia y un condensador en paralelo, acoplado a di-
cha etapa amplificadora para entregar una sefial auxiliar
representativa del valor medio de la sefial de alta fre-
cuencia amplificada y medios para acoplar dicho eircuito
a dicho dispositivo amplificador, con el fin de hacer

variar la ganancia.



La invencidén serd mejor comprendida en sus
caracter{sticas y ventajas con ayuda de la descripecién
siguiente, con referencia a las figuras anejas:

-~ la figura 1 representa un dispositivo am~

5 plificador de correccién automftica de no linealidad se
gin la invencién;

- la figura 2 es una curva explicativa del
funcionamiento del dispositivo segin la figura 1.

Bn la figura 1, la amplificacién de la se-

10 flal en la entrada E est4 asegurada por un transistor,
NPN, 1, en cuya base se aplica por mediacién de un conden
sador de desacoplamiento 2.
Bl colector del transistor 1 se halla unido
a una fuente de tensidn de polarizacién +V por una bobi-
15 na de inductancia 3, y su emisor se halla unido a masa
por un . circuito que lleva en paralelo una resistencia 4
y un condensador 5. El emisor del transistor 1 se halla,
por otra parte, unido a la base por un circuito que com
prende en serie yn diocdo 7, una resistencia ajustable 8,

20 y una bobina de inductancia 9, estando conectado en para
lelo un condensador,6 sobre el diodo 7 y la resistencia
8.

ElL punto comin al 4dnodo del diodo 7 ¥ a la
resistencia 8 se halla unido por una resistencia 10 a

25 la fuente de tensién de polarizacidn 4V,
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El punto S entrega la sefial de salida del
dispositivo tomada en el colector del transistoxr por
mediacidn de un condensador 1l.

Este dispositivo funciona del siguiente mg
do:

El circuito que comprende la resistencia 4 ¥
el condensador 5 tiene una constante de tiempo T elegida
de modo que _1 sea muy inferior a la frecuencia maxima
de la sefial vgdeo a trgnsmitir, la sefial tomada en el
emidor del transistor es representative de la componen-
te media de la sefial ampliada, es decir, una seflal carag
ter{stica de la distorsidn, a condicién de que esta dis-
torsién sélo se produzca sobre las alternancilas positi-
vas (a negativas) de la sefial &e alta frecuencia,

Para una no linealldad.dgbida, por ejemplo,
a la exploracién de una gzona de bloqueo, dentro de las
caracteristicas del transistor, la sefial de alta frecuen
cia, modulada y amplificada, presente sobre el colector
del transistor 1, es descrestada por las alternancias
negativas cuando no hay correccién.

Esta no linealidad de lugar, sobre el emisor
del transistor, a una tensién nula mientras la sefial de
alta frecuencia modulada es perfectamente simétrica, y
a una punta de tensién’que corresponde al descrestado
de una parte de las alternancias negativas cuando la se-

flal alcanza la zona de bloqueo del transistor. -



Esta sefial es reinyectada sobre la base del
transistor 1, a fin de modular la corriente de polariza-
cidn del transistor y, por consiguiente, la ganancia de
dicho transistor. Para ello, es necesario gque el transig

5 tor amplificador sea modulable, es decir, que tenga una
caracter{stica frecuencia de transicién FT en funcién de
la corriente de polerizacidén del tipo de la representada
en la figura 2 en la que la frecuencia esgtd indicada en
lHz y la corriente en amperios. (Se recuerda que la fre

10 cuencla de transicidén del transistor es el producto de
su ganancia en corriente por la frecuencia a la que se
obtiene esta ganancia en la zona en la que esta ganancila
cae en 6 4B por octava).

De este modo, alrededor de un punto de pola

15 rizacidn medio elevado, tal como el punto A en la figu-
ra 2, que corresponde a una corriente de polarizacidn de
1A, si la corriente aumenta, la frecuencia de transicidén
¥, por counsiguiente, la ganancia del transistor, aumen-
te y, a la inversa, si la corriente disminuye, la fre-

20 cuencia de transicién y, por condlguiente, la ganancia
de corriente, disminuye.

La resistencia 8 permite escoger este punto
de polarizacién media. EL diodo 7 efectia una transla-
cidén del potencial de emisor, de tal modo que la diferen

25 ciade potencial en los bornes del circuito de reinyeccidn

3-11.75 = 5 -



3.11.75

10

15

20

25

sea superior a la tensién entre base y emisor del tran-
sistor y que se produzca efectivamente a la reinyeccién
por la bobina de inductancia 9,

Este dispositivo compensa la no linealidad
del paso e introduce, ademis, una ventaja supieqentaria
que es el aumento del rendimiento. '

En efecto, para un dispositivo amplificadbr
constitufdo por dos pasos amplificadores puestos en pa-
ralelo por acopladores de 3dB (de tal modo gque se manten
ga una impedancia de entrada constante, cualquiera que
sea la frecuencia) si la potencia de salida disponible
es de 30 W cuando no hay correccién de-no linealidad, pa
sa a ser de 50 W con correccidn, y ademds con un aumento
muy sensible del rendimiento.

La invencidén no se limita a la forma de rea-
lizacién descrita y representada. En particular, la se-
fial de distorsidén tomada sobre el emisor del transistor
amplificador, si este transistor no es modulable, puede
aplicarse, por mediacidén de un circuito de reinyeccién,
a un cuadripolo de ganancia modulable que precede al am-
plificador no lineal., Esta solucidén equivale a una pre-
correccién automdtica del Ultimo paso amplificador.

Por otra parte, la sefial de distorsién pue-
de obtenerse a partir de la corriente colectora. La red

de reinyeceién permite entoces hacer compatibles la fa-~
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se de esta sefial y el sentido de variacién de la ganan-

~ cia a fin de obtener una compensacién.

/

Ademés, la Invencién no se limita al empleo
de amplificadores de transistores, y es aplicable a los
pasos amplificadores que comprenden tubos.

Como en el modo de realizacién descrito, la
sefial de distorsién es tomada en los bornes de una red
de resistencia y capacidad convenientes, estando dtravg
sada esta red por la corriente de polarizacién de &nodo.
Esta sefial es utilizada para modular el paso a través de
un circuito de adaptacién de impedancia con una fase co-
rrecta. Esta modulacién puede ser una modulacién del tu-
bo por-el cédtodo, por la rejilla o por el &nodo, siendo
el circuito de adaptacién diferente segiin la forma de
modulacién escogida.

Esta solicitud gue corresponde a la presen-
tada en Francia, el 5 de Noviembre de 1.974, bajo el Ni
mero 74/36673, se acoge a los beneficios del Artfculo 51
del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva que

se presentan para que sean objeto de esta solicitud de
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Patente de Invencidén en Espafia, por VEINTE afios, son los
que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

1&,- Dispositivo amplificador para amplifi-
car una seflal de alta frecuénéia.modulada enVamplitud,
comprendiendo dicho dispositivo una etapa amplificadora
gue entrega la sefial amplificada, caracterizado porque
comprende un circuito que incluye una resistencia y un
condensador en paralelo, acoplado a dicha etapa amplifi-
cadora para entregar una sefial auxiliar representativa
del walor medio de la sefial de alta frecuencia amplifica
da, y medios para acoplar dicho circuito a dicho dispo-
sitivo amplificador con el fin de hacer variar la ganan-
cia.

28,- Dispositivo segin la reivindicacidn 1%,
caracterizado porque dicha etapé es una etapa amplifica
dora de ganancia variable, y porque dichos medios aco=
plan dicho circuito a la entrada de dicha etapa amplifi-
cadora.

32, Dispositivo segin la reivindicacidn 1e,
caracterizado porque comprende un circuito modulador que
tiene una entrada que recibe la sefial a amplificar, una
entrada de modulacidén, y una salida acoplada a la entra
da. de dicha etapa amplificadora, acoplando dichos medios
dicho circuito a la citada entrada de modulacidn.

42,- Dispositivo segin la reivindicacién 28,
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caracterizado porque dicha etapa amplificadora es un
transistor cuya ganancia es ﬁodulable por variacidn de
la corriente de polarizacidn, cuyo transistor comprende
un electrodo de mando y otros dos electrodos, estando
dispuesto dicho circuito en serie con. uno de dichos
otrod electrodos y tomdndose dicha sefial auxiliar en los
terminales de dicho circuito, y acoplando dichos medios
dicho circuito al citado electrodo de control o de man-
do.

58,~ Dispositivo segin la reivindicacién 482,

caracterizado porque dicho transistor estd montado en el

modo de emisor comin, dicho circuito estd unido al emisor

de dicho transistor, comprendiendo dichos medios un diodo
en serie con una resistencia ajﬁstable gue permite regular
dicha corriente de polarizacifn y un condensador conecta
do a los terminales del circuito formado.-por dicho diodo

y la mencionada resistencia ajustable.

68,- Dispositivo segin la reivindicacién 28,
caracterizado porque dicha etapa amplificadora comprende
un tubo cuya ganancia varfa con la corriente de polariza
cién, estando dispuesto dicho circuito en el trayecto re
corrido por la corriente de 4nodo, tomindose dicha sefial
auxiliar en los terminales de dicho circuito y constitu~
yendo dichos medios un circuito de adaptacién que aplica

dicha seflal auxiliar a la rejilla de mando de dicho tubo.
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72.- DISPOSITIVO AMPLIFICADOR PARA AMPLI- _
FICAR UNA SENAL DE ALTA FRECUENCIA MODULADA EN AMPLITUD.
Tal y como se ha descrito en la Nemoria
que antecede, representado eun los dibujos que se acompa-
flan y para los fines-que se han especificado.
. BEsta Memoria consta de diez hojas escritas
a miquina por una sola cara. '

Madrid, =4 NOV, 1975

P.A.

Alberio de Eizuwor,

- 10 -
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